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Experimentierset-Prototypenadapter
Elektronik-Einsteiger-Kit

Das Experimentierset-Prototypenadapter besteht aus zahlreichen Bauteilen, die fiir grundlegende Experimente in der
Elektronik genutzt werden konnen. Mit insgesamt 45 Bauteilen wie Kondensatoren, Doppelklemmen, LEDs, Widerstanden/
Potentiometern, Transistoren, MOSFETs, NTC, Taster, Relais, ICM7555, Micro-USB-Buchsen-Platine, Spannungsschiene und
Piezo-Summer lassen sich zahlreiche Schaltungen auf dem im Set enthaltenen Breadboard und dem Kabelset realisieren.
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Widerstandsplatinen
Insgesamt 15 Widerstandsplatinen
mit 100 Q, 1 kQ, 3,3 kQ, 10 kQ und
100 kQ ermdglichen zahlreiche
Experimente, bei denen diese
Bauteile benotigt werden.

Spannungsschiene

Eine Spannungsschiene verbindet die
beiden entsprechenden Schienen des
Breadboards, damit die Versorgungs-
spannung auf beiden Seiten genutzt

werden kann.
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Kondensatorplatinen ; . 470n
10 Kondensatorplatinen (100 nF, — < S T —

220 nF, 470 nF, 1pF und 2,2 pF) er-
ganzen das Set, damit die Funktion
dieses Bauteils in verschiedenen
Konstellationen genutzt werden
kann.
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LED-Cluster-Platine : T '
Drei weiRe LEDs mit integriertem Vor-
widerstand dienen zur Simulation fiir
Experimente mit erhdhter Last.

ICM7555-Platine
Platine mit dem bekannten ICM7555 (NE555),
der als Basis fiir zahlreiche Experimente dient.
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Der Bausatz Experimentierset-Prototypendapter und ein dazu passendes Sonderheft ,,Make: Elektronik Special” wurden in
Zusammenarbeit mit dem im Verlag Heise Medien erscheinenden Make-Magazin entwickelt. Auf 84 Seiten werden in dem
Sonderheft Grundlagen der Elektronik verstandlich erklirt und entsprechende Schaltungen dazu gezeigt. Mithilfe der im
Experimentierset-Prototypenadapter enthaltenen 44 Prototypenadapter, des Piezo-Summers, Breadboards und Kabelsets

konnen die Schaltungen in praktischen Beispielen nachgebaut werden.

IN KOOPERATION MIT ELV

i Make:

PT10-Potentiometer-Platinen Doppelklemmen-Platinen =
Fiir Experimente mit verdanderbaren Fiir den Anschluss vom Piezo- . ELEKTRONIK
Widerstinden liegen Werte mit Summer oder anderen per Kabel Elektron'k SPECIAL
10 kQ, 100 kQ und 1MQ bei. zu verbindenden Bauteilen SChnEHEinStieg

» Grundlagen verstandiich erklart
» Schaltungen selbst entwerfen /7

Expeﬁmentierset. » Viele praktische Anwendungen
Prototypendapter
+

Breadboard,
Kabeln und
45 Bauteilen

Make:-Sonderheft

Artikel-Nr.
252102

Grundlagen Projekte

: ‘S"t_r:)mkr__eise verstehen » Elektronische Schalter
www.elv.com [ i
»LEDs ansteuer » Ton-Generator € 44210925'

wwwmake magarin.de

NTC-Platine
Platine mit NTC-Widerstand, der bei Temperaturdnderung

= TOMRON o e den Widerstandswert verindert

G5V~ : \
g SVDC Relais-Platine
_E‘§ﬂ§§ m CHIN . 5-V-DC-Relais zur galvanisch getrennten Ansteuerung groRerer

. = : Lasten

@ Shield o MicroUSB-Buchsen-Platine
Zum Anschluss einer 5-V-Spannungsversorgung, beispielsweise

von einem USB-Netzteil

@ use GND @

Taster-Platinen

N-Kanal-MOSFET-Platine

Platine mit N-Kanal-MOSFET fiir Experimente zur Ansteuerung
von Lasten per Steuerspannung

2 10emA &
LED-Platinen (griin und rot)

Platinen mit roter und griiner LED und integriertem Vorwiderstand

NPN-Transistor-Platinen
Platinen mit dem NPN-Transistor BC847C fiir Experi-
mente zur Ansteuerung von Lasten per Steuerstrom
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Sione Gemeinsame

2 e, Entwicklung
mxgove““‘““m - \ >3 Der Bausatz Experimentierset-
ct a e¥! JecC Prototypenadapter und das Son-

derheft ,Make: Elektronik Special”
richten sich speziell an Elektronik-
Einsteiger. Die Praxisbeispiele in
dem Heft sind aufeinander abge-
stimmt.

Der Bausatz, der bereits fertig
aufgebaut ist und kein Loten er-
fordert, enthilt alles, was fiir die
; = Experimente im Heft notwendig

: — ist (Bauteile, Experimentierboard,
Steckkabel) - lediglich ein USB-
Netzteil mit Micro-USB-Stecker
wird noch benétigt. Das sollte aber
& in nahezu jedem Haushalt verfiig-
oty bar sein.
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Das Experimentierset enthalt 44 Bauteile im Prototypenadapter-Format, von denen es bereits eine Reihe wei-
terer Sets gibt [1], einen Piezo-Summer, ein Kabelset und ein ELV Breadboard.

Der Bausatz ist einzeln oder im Bundle mit dem Sonderheft zum offiziellen Verkaufsstart am 3. Juni 2021
im ELVshop erhiltlich.
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Breadboard, Kabelset und Piezo-Summer
sind im Experimentierset enthalten.

Weitere Infos:

[1] ELV Bausatz Prototypenadapter fiir Steckboards:
PAD1: Artikel-Nr. 153761  PAD2: Artikel-Nr. 154712  PAD3: Artikel-Nr. 154743
PAD4: Artikel-Nr. 155107  PADG6: Artikel-Nr. 155858

ELV Bausatz Lochrasterplatine PAD5 fiir Steckboards mit Spannungsreglern: Artikel-Nr. 155289
ELV Steckplatine/Breadboard mit 830 Kontakten, schwarze ELV Version: Artikel-Nr. 250986
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MOSFET-Grundlagen
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